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ARAFIAN KEPADA CALON:
SiIa pasdkan bahawa kertas peperiksaan Ini mengandungl 5 muka surat
bercetak dan ENAM(6) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab mana-mana LIMAIS) soalan.
Agthan markah bagi settap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan..







Suatu tranststor pnp adalah dtgunakan sebagai penguat pemancar
sepunya. Luklskan gambaraJah litar, tunJukkan baterl-bateri AT,
isyarat masukan AU dan voltan keluaran. Tunjukkan semua
polaritl dengan tanda +.
(3Oolo)
Untqk lttar dt atas, lukiskan ciri-ctri I-V masukan dan keluaran.
Terangkan kesan awal (Early effect) (yakni, Ic meningkat sedikit
dengan pentngkatan dt dalam Vce).
(3Oo/o)
(c) Tentukan semua voltan nod dan arus caban$ dalam lttar No. l.






Dengan menggunakan raJah-raJah yang sesuat' derangkan yang










Apakah sebab-sebab untuk kettdakstabilan titik-Q? Bagi suatu
litar plcan$an sendtri, terbttkan satu ungkapan untuk faktor
kestabtlan arus.
(4oo/ol
(c) sqatu tranststor germanlum 1 p = 5o) telah dlgunakan dalam litar
plncangan sendtrt dengan satu batert AT 16V dan satu rintangan
beban r'SKro ' Ttttk operast tersebut lalah (8V' 4mA) dan faktor
kestabilan arus mestllah 12. Dapatkan pertntang-perintang
pembahagi voltan R1 dan R2 serta perintang pemancar R6.
(3Oo/o)
Terangkan blnaan suatu translstor kesan medan saluran-n dengan
bateri-baterl AT. Lukiskan cirt-ciri I-V yang tipikal pada
keluaran. Namakan kawasan-kawasan operasi yang berlainan
pada ctri-ctrt I-V dan terangkan setiap satu.
@Ao/o)
{b) Untuk suatu Translstor Kesan Medan, Jelaskan yang berlkut:
Tlanskeallran (transconductance), lepasan (admittance) dan
luklskan litar setara voltan' 
(soo/6t
(c) Dengan tatatanda yang umum, tunJukkan bahawa transkeallran












memberikan gambaran yangjelas, terangkan yang berlkut: binaan,
gambaraJah Jalur tanpa voltan dan dengan voltan, cas oksida,
.penyongsanganterbinadalam(built-tninversion),dan
penyongsangan kuat (strong lnverston)'
(600lo)
(b) Pertimbangkan satu kapasitor MOS dt atas wafer Silikon jenis-n
terdop dengan 1gl5 penderrna per sm3 dengan elektrod logam
Alumtnlum ketebalan oksida adalah o.l mikrometer- Kirakan
voltanarnbang (Data: €O= 8.85 x 1O-12 FYn-f , €sio2 = 3.85,Vms =
- o.27v, Qox = loll elelrtrons per srn2, r\ = l.4x 1o1o siln-3 , 
'"i = 12
dan suhu = 300oI!.
(4Oo/o)
5. (a) Terangkan operasi suatu translstor Mos, tidak perlu menerbitkan )
ungkapan matematlk.
(2Oo/ol
(b) Lakarkan cirt-ctrl I-V keluaran suatu translstor MOS saluran-n
apabtla voltan ambang adalah -5V dan +1V'
(2oo/ol
(c) TunJukkan bahawa frekuensi maksirna untuk suatu tranststor MOS
saluran-n bergantung kepada ( pe/L2l kebolehgerakan elektron dan
L adalah PanJang saluran.
(2oo/ol












6. Tuliskan nota-nota pendek mengenal mana-mana DUA dari berikut:








Kemuatan MOS sebagat suatu fungsi frekuensl isyarat bekalan.
(5oolo)
- oooOooo -
I
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